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１．概要（Summary） 

 炭素の二次元結晶であるグラフェンをメカニカルへき開

法によってSiO2/Si基板上に作製するとSiO2が持つ起伏

やイオン化不純物散乱によってグラフェンの電気伝導特

性が鮮明に測定できない。表面が原子平坦な BN 上にグ

ラフェンを転写することで解決できると考えられるが転写プ

ロセスによっても表面の凹凸が変化する可能性がある。実

際にBN上に転写したグラフェン表面の起伏をAFMによ

り測定し、表面凹凸を少なくするグラフェンの素子作製方

法の最適化を行った。 

２．実験（Experimental） 

実験は原子間力顕微鏡（SPI3800）のコンタクトモードを

使用し表面起伏を測定した。SiO2表面と BN 表面に関す

る凹凸の測定と、BN 上に作製されたグラフェン試料表面

の凹凸の測定を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 に AFM 測定の Line Scan で得られた SiO2表

面とBN表面の起伏の粗さを評価したヒストグラムを示す。

SiO2表面の起伏は10Å 程度の広がりを持っているのに対

し BN 表面の起伏は 5Å に収まっており、平坦性がよい。

Fig. 2 (a)に転写方法を改善する前に作製した、BN 上グ

ラフェン試料の AFM 像を示す。この図におけるグラフェン

の表面には、多数のしわを確認することができる。このしわ

は、転写の際にグラフェンに対して圧力が加わることによ

って一時的にグラフェンが引き延ばされ発生するものであ

ると推察された。転写の方法をグラフェンに圧力が加わら

ないように改善したところ、Fig. 2(b)のように、以前のよう

なグラフェン全体に広がるしわは観測されなかった。限局

的にしわがみられるものの、しわのない平坦なグラフェン

の領域が BN 上に広くできていること分かった。今後は、

作製したBN上グラフェン試料を AFM で観測することによ

り、BN 上で平坦な表面が作製できているグラフェンを選

定した後、多細孔の素子を作製し、電気伝導測定をする

ことで、量子伝導を研究する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他の特記事項（Others) 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許(Patent) 

なし。 

Fig. 1. Surface roughness of SiO2  and  BN. 
Histogram of height deviated from mean value 
during a line scan. 

Fig. 2. (a)Conventional transfer technique. Many 
wrinkles were present on graphene.  (b)Modified 
transfer technique.  Number of wrinkles was much 
decreased. Bars are 5 µm. 

 


